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Asignatura

Laboratorio de Caracterizacion de Materiales Funcionales: Eléctrica

ECTS Tipo Curso / Semestre Idioma Sylabus code Subject Code
4 Optativa 4/1 ES 04MI 45000142

Profesorado Contact email Tutorias

Enrique Iborra Grau enrique.iborra@upm.es Martes 11-00 — 13:00

Solicitar tutoria por e-mail

El profesor que aparece en primer lugar es el coordinador de la asignatura

Criterio de evaluacion
Evaluacién continua.
La asistencia a las sesiones tedricas y practicas de la asignatura es obligatoria permitiéndose un
maximo de 2 faltas no justificadas. En el caso de que un alumno falte a mas de 3 sesiones tedricas 0
practicas de forma injustificada, se generard una calificacion de suspenso.
La evaluacion sera continua basada en la asistencia y participacién en el laboratorio y en las memorias
realizadas en grupo con un responsable o coordinador de cada una que se establecera al principio de
curso. Existir4, ademas, una prueba final escrita de tipo test individual.
Porcentajes:

e Asistencia y participacion en el laboratorio: 40 %

e Memorias de las practicas y discusiones en sesion de control: 40 %

e Examen de evaluacion final: 20 %

Evaluacioén ordinaria.
La asistencia a las sesiones tedricas y practicas de la asighatura es obligatoria permitiéndose un
maximo de 2 faltas no justificadas. En el caso de que un alumno falte a mas de 3 sesiones tedricas o
practicas de forma injustificada, se generard una calificacion de suspenso.
e Asistencia y participacion en el laboratorio: 40 %
e Examen de evaluacion final: 80 %

Justificacion y Objetivos
El objetivo fundamental de la asignatura es proporcionar al alumno los conocimientos necesarios en el

campo de la caracterizacion eléctrica de materiales funcionales y dispositivos con aplicaciones en
tecnologia electrénica.

Esta asignatura contribuye a alcanzar los SIGUIENTES objetivos de la titulacion

Obj.1.- Conocer y comprender los fundamentos cientificos del mundo de los materiales y sus
interrelaciones entre la estructura, propiedades, procesado y aplicaciones.

Obj.2.- Desarrollar capacidades y conocer la tecnologia de los materiales para poder intervenir en los
procesos de produccién, transformacién, procesado, control, mantenimiento, reciclado y almacenamiento
de cualquier tipo de materiales.

Obj.3.- Conocer el comportamiento mecéanico, electrénico, quimico y biolégico de los materiales y saber
aplicarlo al disefio, calculo y modelizacién de los aspectos de elementos, componentes y equipos.

Obj.4.- Conocer y saber aplicar los procedimientos para la evaluacion de la seguridad, durabilidad y vida
en servicio de los materiales.

Obj.6.- Incentivar el gusto por la investigacion cientifica.
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Prerrequisitos

Sin prerrequisitos

Conocimientos previos

Electricidad y Magnetismo, Fundamentos Quimicos, Estructura de Materiales I, Propiedades de
Materiales I, Instrumentacion, Nanotecnologia, Ingenieria de Superficies E Intercaras.

Contenidos en coordinacién con otras asignaturas

Instrumentacion, Propiedades de Materiales I, Nanotecnologia, Ingenieria de Superficies e Intercaras,
Materiales Avanzados para Optoelectrénica, Materiales Avanzados para Microelectronica

Competencias genéricas

CG2, Capacidad de trabajo en equipo

CG3, Comunicacion oral y escrita
CG4,Usodelas TIC

CG5, Creatividad

CG6, Liderazgo de equipos

CG7, Capacidad de Organizacion y Planificacion
CG9, Capacidad de trabajo interdisciplinar
CG11, Responsabilidad y ética profesional

Competencias Especificas

CEL1, Saber identificar las estructuras de los diversos tipos de materiales, y conocer las técnicas de
caracterizacion y analisis de los materiales

CE5, Capacitar para el aprendizaje autbnomo de nuevos conocimientos y técnicas

CE®6, Saber disefiar, evaluar, seleccionar y fabricar materiales segun sus aplicaciones

CE7, Saber disefiar, desarrollar y controlar los procesos de produccion y transformacion de materiales.
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http://www.amazon.com/Functional-Materials-Electromagnetic-Applications-Technological/dp/9814287164/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1324239210&sr=1-1
http://www.amazon.com/Functional-Materials-Electromagnetic-Applications-Technological/dp/9814287164/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1324239210&sr=1-1
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Contenidos y distribucién

LM: Leccion magistral, RP: Resolucién de problemas, LB: Laboratorio,, TI: Trabajo Individual, TG:
Trabajo en Grupo, DB: Debate en Aula, VI: Visitas, EV: Evaluaciones, OT: Otro procedimiento

item | Contenidos Cédigo
Introduccién al laboratorio. Introduccién teédrica, preparacion de muestras e LM
instrumentacion. Nociones de circuitos eléctricos. Interpretacion de datos. (2h)
Sesion practica 1: Instrumentacion basica. Medida de tensiones y corrientes. LB

2 | Voltimetros, amperimetros y osciloscopio. Fuentes de alimentacién y generadores de
sefal. (3h)
Introduccién tedrica a practicas 2 a 4 (2h) | LM
Sesion practica 2: Portadores mayoritarios en semiconductores |: Medida de resistividad | LB
por cuatro puntas (3h)

5 Sesion préactica 3: Portadores mayoritarios en semiconductores Il: Medida de efecto Hall | LB
(método de van der Pauw) (3h)

6 Sesion practica 4: Portadores mayoritarios en semiconductores Ill: Efecto termoeléctrico | LB

(3h)

. Andlisis y discusion de datos practicas 2 a 4 (1h) | DB-EV
Introduccién tedrica practica 5 a 7 (2h) LM
Sesion practica 5: Caracterizacion de portadores minoritarios en semiconductores: LB

8 S )
extincién de fotocorriente y EBIC (3h)

9 Sesion practica 6: Materiales dieléctricos: Caracterizacion de dieléctricos. Permitividad y | LB
pérdidas dieléctricas. Materiales piezoeléctricos. (3h)

Sesidn practica 7: Caracterizacion de materiales en dispositivos |: Caracteristicas IV de | LB

10 . .
uniones PN, barreras Schottky y células solares. (3h)

1 Andlisis y discusion de datos practicas 5a 7 (1h) | DB-EV
Introduccién tedrica practica 8 y 9 (3h) LM
Sesion practica 8: Caracterizacion de materiales en dispositivos II: Caracteristicas IV de | LB

12 .
transistores FET. (3h)

Sesion practica 9: Caracterizacion de materiales en dispositivos Ill: Curvas CV de LB

13 i
estructuras MIS y uniones PN. (3h)

14 | Analisis y discusion de datos practicas 8 y 9 y conclusiones (2h) | DB-EV

15 | Examen de calificacion final (2h) | EV




